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  トポロジカル絶縁体を用いたデバイス構造設計において鍵となるバル

ク絶縁特性の最適化とディラック電子による表面伝導特性制御の可能性

を明らかにする目的で、バルクが絶縁性を示す一連の Bi2-xSbxTe3-ySey単

結晶[1]の角度分解光電子分光（ARPES）実験を行い、バルク・表面にお

けるバンド構造及びフェルミ面を決定した[2]。実験は、高エネルギー加

速器研究機構 Photon Factory のビームライン BL28A における高分解能

ARPES 装置を用いて行った。 
  図１に hν = 58 eV, T = 30 K で測定した Bi2-xSbxTe3-ySey [(x,y) = (0,1), 
(0.25, 1.15), (0.5, 1.3), (1, 2)]の Γ点近傍におけるARPESスペクトルを示

す。すべての組成試料において、バルク絶縁性を反映してバルクのバン

ドギャップ内の表面ディラックバンドのみがフェルミ準位（EF）と交差

している事が分かる。また、表面バンド及びバルクバンドは組成変化に

対応して非リジッド的な変化を示している事が確認された。本講演では、

得られた結果から予想されるトポロジカル表面伝導特性について考察す

る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 1:hn = 58 eV, T = 30 K で測定した Bi2-xSbxTe3-ySey (x,y) = (0,1), (0.25, 
1.15), (0.5, 1.3), (1, 2) の ARPES スペクトルの強度プロットの組成依存性。

EDP、EVB は各々表面バンドにおける Dirac 点、バルク価電子帯の上端に対応

する。 
[1] Z. Ren et al., Phys. Rev. B 84 (2011) 165311. 
[2] T. Arakane et al., Nat. Commun. 3() (2012). 


